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@ StBtische Speicherzelle In Zwel-Kanal-Technlk. 

@ Speicherzelle. bei der zwei auf einem Hsibleiterkorper 
angeordnete Schalttransistoren eines ersten Kanaltyps (11, 
T2) uber jewel Is ein Lastelement des zweiten Kanaltyps (T3, 
T4) an eine Versorgungsspannung geschaltet sind. wobei die 
Schaltungsknoten {3. 4) den Drainanschtussen der Schalt- 
transistoren (Tl, T2) entsprechen und mit dem Gate des 
]eweils anderen Schalttransistors sowie mIt dem Gate des zu 
diesem In Serie liegenden Lastelements verbunden sind. 
Angestrebt wird eine flachensparende Ausbiidung der Spei- 
cherzelle. Das wird dadurch erreicht, da& jedes der Lastele- 
mente aus stark dotierten Abschnitten einer isoUert auf dem 
Halbleiterkorper aufgebrachtcn Schicht aus polykristallinem 
Silizium besteht, sowie aus einem zwischen diesen Abschnit- 
ten liegenden, schwach dotierten oder uridotienen Teil der 
Schicht, der ein Kanalgebiet blldet. Unterhalb des letzteren 
befindet sich ein umdotiertes Gebiet des Halbleiterkorpers, 
das als Gategebiet dient. Der Anwendungsbereich umfaQt 
Speicherzellen fur VLSI-Applikationen. 
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Statische Spelcherzeiy m Zwel-Kan.i -t.^^^ 

Die Erfindung bezieht sich auf eine statische Speicher- 
zelle in Zwei-Kanal.Technik nach dem Oberbegriff des 
Patentanspruchs 1 . 



Bekennte Speicharzellen dl«er Art slnd i„ CMOS-Te=h„ilc 
aufgebaut. Dabei „erde„ Obaioherwelse n-Kanal-Schalt- 
transistoreii und P-Kanal-Lastele,Dente an der Greni- 

15 woba. die Souroa- und I»rai„gablat= der Lastala^ente !; 
emam n-dctlartan, vr=nnanf6nrigan Halbleitargablet llesen 
da. i„ dan p-dctiarta„ Halbl.itarMrpar alngafUgt iat ' 
Exna 3Clch. Baali.ierung einaP atati.cban Zwal-Kan^'! 

20 Balbla.targebletas al„e ralativ grcBa Halblaltarf IM 



ache, 



Dar Erfxndung ll.gt dla Aurgaba zugrunda. al„e .tati.c>,a 
Spa.char.alla der ainganga angadautaten. Art auf alnar 
klexnaran Halbleltarn.cha .zu raalisiaran. als da. bei ' 
25 dam gananntan harMmmllchan Zallanaufbau Mglich iat 
Das „ird .rfindungsge.ss durch ,!„, Auabildung d.r 
Spaioherzalla nach dem kennzaichnandan Tall d.a Patent 
anspruchs 1 erreicht. 

30 Der .it der Erfindung arzielbara V.rtail bastaht in... 
bascndara darln. daB die al. laollerschicht-Faldaf fakt- 

ranaiatoren des zw.iten Ka„alt„s auagebild.tan La!" 
=1 .ante in der Ebane dar auf da. HalblaitarMrpar l.ollert 
aufgebrachten polykri.tallinan Slliziu..chi=ht liagan. 

St 1 Hub / 27.09-1982 
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BO daB das bei Zwei-Kanal-Ausf Uhrungen bisher notvendige 
wannenfermise Helbleitergebiet entfailt. Die von den Poten- 
tialen der Schaltungsknoten her erfolgende Steuerung der 
Lastelemente crfolgt aber die unmittelbar unterhalb 
der Kanalgebiete der Lastelemente angeordneten Teilge- 
biete des HalbleiterkCrpers , so daB hierfiir keine zu- 
sStzliohe Halbleiterflache aufgewendet werden muB. Daher 
ergibt sich fur die Halbleiterzelle ein so geringer 
Flachenbedarf , daB bei einer Vielzahl von auf einem Halb- 
leiterkorper angeordneten Speicherzellen dieser Art eine 
hohe Packungsdichte gewShrleistet ist. 

Die Patentanspruche 2 bis 8 sind auf oevorzugte Aus- 
gestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung gerichtet. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnung nSher 
eriautert- Dabei zeigt: 

Fig. 1 das Prinzipschaltbild einer statischen Speicher- 

zelle in Zwei-Kanal-Technik, 
Fig. 2 den Querschnitt eines nach der Erfindung ausge- 

bildeten Lastelements , 
Fig. 3 den Entwurf einer erf indungsgemaBen Speicherzelle 

und 

Fig. U einen Querschnitt durch einen Teil der Anordnung 
nach Fig. 3. 

Fig. 1 zeigt das Prinzipschaltbild einer herkSmmlichen 
statischen Speicherzelle in Zwei-Kanal-Technik. Dabei 
sind zwei Schalttransistoren Tl und T2 vorgesehen, die 
z. B. als n-Kanal-Feldeffekttrans±storen ausgebildet 
sind. In Serie zu Tl liegt ein p-Kanal-.Last element T3 , 
das durch einen Feldef f ekttransistor gebildet wird. Analog 
hierzu liegt ein zweites p-Kanal-Lastelement TU in Form 
eines Feldef fekttransistors in Serie zu T2 . Die Source- 
anschlusse von T3 und TU sind an einen Schaltungspunkt 1 
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taal beachaltet l»t. Der Dr.l„an«hluB von T, Ml!^t ? 

und „it de« Gat. dea Schalttransl.tore 12 varbundan lat 
tedereraeits blldet dar DralnanaohluB von t2 elnel 

0 LlJr ^^''-"tranalatcra T, varbundan iat. Ba" 

=n aana Bxtacitung BL gafuh.t. wShrcnd dar SchaltuL! 
kncten « aber elnan Auawehltranalator 16 »lt ainlrf! 
BU....„„, BT va.b„„da„ ..a Cataaaa.^L "d a u"^" 

Fig. 2 zeigt den Querschnitt" eines nach der Erfm^, 
.ebUdatan Laataaa.a„.a. daa dan TranaL an a" \7' 

=ua dot.arta„ Halblalta^atarial , B. p-dotiarta/ 

.nn:::ab\^'.i\::Lrerb~^:::rd"-- 

werden die Bereiche 6a in, folgenden r ^esteht, 

die Be.eie.e 6. .3 . 

Onterhalb Jedes Feldoxid.e.eiches 6. befindet 3 icr^n 
der Grenzflache 5a des Halbleiterkarpers 5 elnl lelT 

implantation 7, d. h eln HaiKi 

i» >j . II. ein nalDleitercehi" oh a- 

*uf dar s.hloht 6a, 6blat aina Sohicht 8 aua polykriatal 
b.raicben oo Uaganda Abachnitta 9 ur.d ,0 a.fwaiat, dla 
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p+-dotlert sind. Sie haben z. B. eine StSrstellenkonzen- 
'tration von wenigstens 10^^ pro crn^, Zwischen den Ab- 
schnitten 9 und 10 liegt ein Gebiet 11 der polykristalli- 
nen Schicht 8, das undotiert oder schwach p-dotiert 
5 1st worunter beispielsweise eine StQrstellenkonzentration 
von'l0^5 verstanden wird. Unterhalb von 11 befin- 

det sich ein n*-dotiertes Gebiet 12 im p-dotierten KSrper 
5, das z. B. eine StBrstellenkonzentration von 10 pro 
cm^ aufweist. Die Abschnitte 9 und 10 bilden jeweils 
10 das Sourcegebiet und das Draingebiet des Lastelements , 

zwischen denen das p-Kanalgebiet 11 liegt. Bel ZufUhrung- 
einer positiven Spannung V^p Uber einen Anschlufi 9a 
und bei Anschaltung des Bezugspotentials Uber einen An- 
schlufi 10a, fli-efit im Kanalgebiet 11 ein Strom. Durch 
15 eine positive Spannung, die dem Gategebiet 12 zuge- 

fUhrt wird, entsteht jedoch eine EinschnUrung des Quer- ■ 
schnitts des Kanalgebiets 11, wobei sich der .Bahnvider- 
stand, den der genannte Strom vorfindet, mit ansteigender 
Spannung am Gategebiet stark vergrofiert. 

20 

GemSB Fig. 1 ist das Sourcegebiet 9 eines Lastelements 
nach Fig. 2, das als Element T3 eingesetzt wird, Uber 
einen Anschlufi 1 mit der Versorgungsspannung V^^ beschal- 
tet, wShrend das Draingebiet 10 mit dem Schaltungsknoten 
25 3 beschaltet ist. Das Gategebiet 12 liegt gemaB Fig. 1 
am anderen Schaltungsknoten U, der in AbhSngigkeit 
vomSpeicherzustand der Zelle mit einer Spannung zwischen 
0 V und Vjjjj' beauf schlagt ist. 

30 Fig. 3 zeigt einen durch die Linie 13 begrenzten Teil 
des HalbleiterkSrpers 5 (Fig. 2),' auf dem die gesamte 
■ Speicherzelle nach Fig. 1 aufgebaut ist. Die GrenzflSche 
5a ist mit Feldoxidbereichen 6b und Gateoxidbereichen 6a 
abgedeckt, wobei die Grenzen zwischen 6a und 6b langs 

■35 der Linien l4 verlaufen. Zwischen den Linien 14 befindet 



01 04616 

* 

-5- VPA 82 P 1 8 .9 7 E 

sich ein etwa mSanderf Qriniger Gateoxidbereleh 6a Dleser 
ist in Fig. 3 oben, links und rechts von einem rahmen- 
artigen Feldoxidbereich 6b umgeben. Auf den Bereichen 6a 
und 6b slnd streifenfermige Strukturen aus hochdotiertem 
5 polykrlstallinen. Silizium angecrdnet, die zur besaeren ' 
ttberaicht doppelt schraffiert dargestellt sind. Dabei 
verlfiuft ein erster Streifen 15 im oberen Teil der Fig 3 
von links naeh rechts, deckt Teile der in vertikaler' ' 
Richtung verlaufenden Feldoxidbereiche 6b ab und ist ' 
10 mit hcrizontalen Abzweigungen 15a und 15b versehen. Ein 

zweiter Streifen 16 aus polykristallinem Sili.ium verlSuft 
im unteren Teil der Fig. 3 in horizontaler Richtung und 
stent die Wortleitung WL (Fig. 1) dar. 

15 Unterhalb des ge.amten mSanderf 6rn>igen Gateoxidbereiches 
6a befindet sich an der Grenzflgche 5a ein n^-dotiertes 
Halbleitergebiet 17, wobei Jedoch vier inselfSrmige 
Gibiete 18 bis 21, die strichpunktiert dargestellt sind, " 

20 T ausgespart sind. Die Gebiet^ ■ 

18 bxs 21 stellen AnsStze des Halbleiterkorpers 5 dar 
die in entsprechende Ausnehmungen von 17 hineinragen und 
sich bis zur Grenzfiache 5a erstrecken. Oberhalb der 
Streifen 15 und 16 und durch eine isolierende Zwischenschloht 
von.dxesen getrennt. befinden sich Leiterbahnen 21a bis 
23, vorzugsweise aus Alun.iniun., "die einfach schraffiert 
dargestellt sind. I. Bereich von Kontaktl6chern 24 bis 26 
Te\'le"d 7:^:"''"''^'' vorgesehen sind. werden ' 
bis 2. r I'l''^''^'^^^'^'^ ^7 von den Leiterbahnen 21a 

30 ^"^"3 kontaktiert. In den Bereichen .weier weiterer 

30 Kontaktl5cher 27 und 28 werden Telle des Halbleitergebiets 
17- von den Enden der Abzweigungen T5a nnn ick ^ 
15 kontaktiert. " ^^^^^^^^s 



35 
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Die Transistoren T1 bis T6 sind in Fig-3 ^durch Kiammern 
angedeutet. Wie hieraus ersichtlich ist, liegt das Last- 
element T4 in der Ebene des polykristallinen Silizium- 
streifens im Bereich des Teils 15b, wobei sein Kanalgebiet 
5 11a nur einfach schraffiert dargestellt ist. Das Lastele- 
ment T3 liegt in derselben Ebene im Bereich des TeiJLs 15a, 
wobei sein Kanalgebiet lib ebenfalls nur einfach schraf- 
fiert ist. T1 umfaBt ein Source- und ein Draingebiet 
links und rechts von Gebiet 19,* die Teile des Gebiets 17 
10 sind. T2 weist ein Source- und ein Draingebiet links und 
rechts vom Gebiet 20 auf , welche ebenfalls Teile des 
Gebiets 17 sind. T5 umfafit ein Source- und ein Draingebiet 
oberhalb und unterhalb des Gebiets 18, die auch Teile von 
17 sind. Schliefilich weist T6 ein Source- und ein Drain- 
15 gebiet auf, welche oberhalb und unterhalb des Gebiets 21 
liegen und ebenfalls Teile des Gebiets 17 sind. Die 
Leiterbahn 21a entspricht der Bitleitung BL, die Leiter- 
ba-hn 22 der Bitleitung iL und die Leiterbahn 23 dem 
Schaltungspunkt 2 von Fig. 1*. Ein Ansatz des Streifens 
20 15 ist mit dem AnschluB 1 versehen. 

Der Querschnitt der Anordnung nach Fig. 3 entlang der 
Linie IV-IV ist in Fig. 4 gezeigt. Er lafit das Halb- 
leitergebiet 17 erkennen, das sich unterhalb der Gate- 
25 oxidschicht 6a befindet. Mit 19 ist das Kanalgebiet des 
Transistors T1 bezeichnet. Die iibrigen Schaltungsteile 
in Fig- U entsprechen den gleichbezeichneten Teilen der 
Figuren 2 und 3. 

30 Nach Fig. 2 sind die Streifen 15 aus polykristallinem 

Silizium aufierhalb des Kanalgebietes 11 p'*'-dotiert . GemaB 
Fig. 3 ist es jedoch zweckmaBig, daB der links vom Gebiet 
lib liegende Teil des Ansatzes 15a und der rechts vom 
Gebiet 11a liegende Teil des Ansatzes 15b n'*"-dotiiBrt 

35 werden, da diese Ansatze jeweils bei 27 und 28 das 
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n -dotlerte Halbleitergebiet 17 kontaktieren. In dlesem 
Fall kann eln an das Kenalgeblet 11a angrenzender Teil 
d6s Ansatzes 15b, der in Fig. 4 mlt 15c bezeichnet ist, 
mit einer p'*'-Dotierung versehen seln. Ebenso gilt das fQr 
5 elnen an das Kanalgebiet lib angrenzenden Teil des An- 
satzes 15a. Hierdurch wird der p-Kanal-Charakter der 
Lastelemente T3 und T4 noch stSrker hervorgehoben. 

Der BUS Fig. 3 ersichtliche , besonders einfacte Auf bau der 

10 Zwei-Kanal-Speicherzelle nach der Erfindung ergibt sich 
daraus, dafi das Draingebiet von T1 , das Gategebiet von 
T4 und das eine AnschluBgebiet von T5 aus einem Teilbe- 
reich des n*-dotierten Halbleitergebiets 17 (Fig. H) 
bestehen, so daB die in Fig. 1 zwischen diesen Gebieten 

15 liegenden Verbindungsleitungen entfallen. Dasselbe gilt 
fUr das Draingebiet von T2, das Gategebiet von T3 und 
das eine AnschluBgebiet von T6. Daher gibt es auch keine 
Kreuzkopplungen zwischen den vorstehend genannten Ver- 
bindungsleitungen. Hinzu kommt noch, daB das Kanalgebiet 

20 19 des Transistors T1 von einem abzweigenden Teil des 
Ansatzes 15b des polykristallinen Siliziumstreifens 
ilberdeckt wird, so daB die in Fig. 1 gezeigte Leitung 
zwischen dem Schaltungsknoten H und dem Gate von T1 
entrant. Analog hierzu wird das Kanalgebiet 20 des 

25 Transistors T2 von einem abzweigenden Teil des Ansatzes 

15a des polykristallinen Siliziumstreifens 15a Oberdeckt, 
so dafi die in Fig. 1 dargestellte Leitung zwischen dem 
Schaltungsknoten 3 und .dem Gate von T2 entfailt. Daher 
konnen auch keine Kreuzkopplungen zwischen den letzt- 

30 genannten Leitungen entstehen, die bei einer herk5mm- 
lichen Realisierung der Speicherzelle nach Fig. i vor- 
handen waren. 



Die Spannuftgssteuerung der Gategebiete 12 der erfindungs- 
35 gemSBen Lastelemente T3 und T^l Qber die Schaltungsknoten 3 
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und M bzw. uber die Anschlufigebiete der Auswahltransistoren 
T5 und T6 erfolgt in der Weise, dafi ein auf Vjjp liegender 
Knoten, z. B. 3, das Lastelement des anderen Schaltungs- 
zweiges, z. B. T4, so hocjiohmig schaltet, dafi praktisch 
5 kein Verluststrom fliefit. Andererseits ist der 

Schaltungszweig des betrachteten Knotens, z.B. 3, dadurch 
hochohmig geschaltet, dafi der andere Knoten, z. B. U, auf 
Bezugspotential liegt und deshalb der mit seiner Source- 
Drainstrecke an dem betrachteten Knoten liegende Schalt- 
10 transistor, z. B. T1, mit seinem Gate auf Bezugspotential 
liegt und somit gesperrt ist. Es ergibt sich also eine 
Spannungssteuerung der Lastelemente wie bei einer CMOS- 
■ Realisierung der Speicherzelle , so dafi keine statische 
Verlustleitstung entsteht. Nur beim Umschalten der Spel- 
15 cherzelle von einem Speicherzustand in den anderen wird 
Leistung verbraucht. Die Spannungssteuerung der Last- 
elemente bewirkt, dafi die Funktion der Speicherzelle auch 
beim EindriAgen von pC-Teilchen praktisch nicht gestort 
wird. Da die gesteuerten Lastelemente in der Ebene der 
20 polykristallinen Schicht realisert sind, ergeben sich 

auch keine unerwunschten Thyristoref f ekte in der Zellen- 
struktur. Wegen der Steuerung der Lastelemente uber die 
Gategebiete, die unterhalb der polykristallinen Streifen 
15a und 15b liegen, braucht hierfUr keine zusatzliche 
25 integrationsflache aufgewendet zu werden- Auch hieraus 
ergibt sich eine hohe Packungsdichte bei der Anordnung 
einer Vielzahl von erf indungsgemafi ausgebildeten 
Speicherzellen auf einem monolithischen HalbleiterkSrper. 

30 Die Ansteuerung der erf indungsgemafien Speicherzelle Uber 
die Wortleitung WL und die" Bitleitungen BL und "SL erfolgt 
in an sich bekannter Weise. Wird von BL uber den leitend 
geschalteten Transistor T5 eine logische "1" angelegt, 
so gelangt der Knoten 3 auf das Potential V^^j^, der 

35 Knoten 4 auf Bezugspotential. Damit ist die "1" gespeichert 
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Das Auslesen des gespeicherten Signals erfolgt bei leitend 
geschalteten Auswahltransistoren T5 und T6 Uber herkBinm- 
liche Leseverstgrker. Hierzu wird auf das Buch von Luecke, 
Mize und Carr, "Semiconductor Memory Design und Application", 
McGraw-ilill Kogykusha Ltd., Tokyo, 1973, Seiten 116 bis 
119, verwiesen. 



8 Patentansprdche 
4 Figuren 
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• PatentansprOche 

1. Statische Speicherzelle in Zwei-Kanal-Technik, bei der 
zwei Schalttransistoren eines ersteh Kanaltyps, die auf 
5 einem dotierten HalbleiterkSrper angeordnet sind, liber 
jewcils ein Lastelement des zweiten- Kanaltyps an eine 
Versorgungsspannungsquelle geschaltet sind und mit ihren 
Sourceanschltissen auf Bezugspotential liegen, bei der die 
DrainanschlOsse der Schalttransistoren Schaltungsknoten 
10 bilden, von denen wenigstens einer Uber einen an einer 
Wortleitung liegendea Auswahltransistor mit einer Bit- 
leitung verbunden ist, und bei der die Schaltungsknoten . 
mitdem Gate des jweils anderen Scbalttransistors und dem 
Gate des zu diesem in Serie liegenden Lastelements ver- 
15 bunden sind, dadurch gekennzeich- 
n c t , dafi Jedes der Lastelemente (T3, TU) aus stark 
dotierten Abschnitten (9, 10) einer durch eine isolie- 
rende Schicht von der Grenzflache des HalbleiterkBrpers 
getrennten Schicht .(8) aus polykristallinem Silizium be- 
20 stehen, die Source- und Draingebiete darstellen, sowie 
aus einem zwischen diesen Abschnitten liegenden, schwach 
dotierten oder undotierten Teil (11) der polykristallinen 
Schicht, der ein Kanalgebiet bildet, und aus einem sich 
bis zur Grenzflache (5a) des HalbleiterkSrpers (5) 
25 erstreckenden, mit einem hohien Dotierungsgrad entgegen- 
gesetzt zu'der Grunddotierung des Halbleiterk5rpers (5) 
dotierten Halbleitergebiet (12), das als ein Gategebiet 
dient. 

30 2. Statische Speicherzelle nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dafidas 
Gategebiet des einen Lastelements (T4) zusammen mit dem 
Draingebiet des zu dem anderen Lastelement (T3) in Serie 
liegenden Scbalttransistors (T1 ) einem gemeinsamen, sich 

35 bis zur Grenzflache (5a) des Halbleiterkorpers (5) er- 
streckenden Halbleitergebiet (17) angehort. 



10 
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3. Statische Speicherzelle nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daBderdas 
Sourcegebiet eines Lastelements (T4) darstellende Abschnitt 
der polykristallinen Schicht (15) entsprechend dem Kanal- 
typ dieses Transistors dotiert ist, wShrend der das 
Draingebiet des Lastelements (T4) darstellende Abschnitt 
(15b) entsprechend dem anderen Kanaltyp dotiert ist und 
durch ein in der isolierenden Schicht (6a) vorgesehenes 
Kontaktloch (28) das in den HalbleiterkSrper (5) einge- 
fflgte Draingebiet des in Serie zu dem Lastelement (n) 
liegenden Schalttransistbrs (T2) kontaktiert. 



U. Statische Speicherzelle nach Anspruch 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB der das 
15- Draingebiet des Lastelements .(T3) darstellende A'bschnitt 
(15a) an seinem dem Kanalgebiet (lib) dieses Lastelements 
(T3) zugekehrten Ende mit einer starken, dem Kanaltyp • 
entspreehenden Dotierung (15c) versehen ist .(Fig. H). 

20 5. Statische Speicherzelle nach einem der AnsprUche 1 bis 
4, dadurch Sekennz4ichnet., 
dafi das Kanalgebiet (19) eines Schalttransistors (T1) von 
einem als Gate dienenden ansatzartigen Teil desjenigen 
Abschnitts der polykristallinen Schicht (15b), die das 

25 Draingebiet des zu dem anderen Schalttransistor (T2) 

in Serie liegenden Lastelements (T4) darstellt, Uberdeckt 
wird . 

6. Statische Speicherzelle nach einem der Anspruche 1 bis 
30 5, dadurch gekennzeichnet, 

dafi dais erste Anschlufigebiet eines Auswahltransistors (T5), 
dessen zweites Anschlufigebiet mit einer Bitleitung (21a) ' 
verbunden ist, mit dem Gategebiet des einen Lastelements 
(T4) und mit dem Draingebiet des zu dem anderen Lastele- 
35 raent (T3) in Serie liegenden Schalttransistors (T1) Telle 
eines gemeinsamen Halbleitergebiets (17) bilden. 
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7. Statische Speicherzelle nach einem der AnsprUche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dafidas 
Gate eines Auswahltransistors (T5) aus einem Abschnitt 
elner stark dotierten, polykristallinen Siliziumechicht 

5 besteht, die als Wortleitung (WL) dient. 

8. Statische Speicherzelle nach einem der Ansprtiche 1 bis 7, 
dadurch gekennzelch-net, daBdie 
Lastelemente (T3, TU), die Gates der Schalttransistoren 

10 (T1, T2) und die Wortleitung (WL) aus Teilen einer einzi- 
gen auf einer GrenzflSche des HalbleiterkBrpers aufge- 
brachten und durch eine isolierende Schicht vcn dieser 
getrennten, polykristallinen Siliziumschicht fcestehen- 
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FIG 3 
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TI - Two-channel technique static memory cell. 

AB - Memory cell in which two switching transistors of a first channel type (Tl, T2) 



arranged on a semiconductor body are each connected to one supply voltage via a load device 
of the second channel type (T3, T4), the circuit nodes (3, 4) corresponding to the drain 
terminals of the switching transistors (Tl, T2) and being connected to the gate of the other 
switching transistor in each case and to the gate of the load device in series with the latter. The 
object is to achieve an area-saving design of the memory cell. This is achieved in that each of 
the load elements is composed of heavily doped sections of a layer of polycrystalline silicon 
applied in an insulated fashion to the semiconductor body and also of a lightly doped or 
undoped part of the layer situated between said sections; this layer forms a channel region. 
Beneath the latter there is an undoped region of the semiconductor body which acts as gate 
region. The field of application comprises memory cells for VLSI applications. 
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The load transistors lie on the plane of the insulated polycrystalline silicon layer so that 
the conventional semiconductor trough is not required and less space is needed.(l/4) 
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